s 2022 0050 lofl

Inventia se refera la domeniul materialelor termoelectrice, si anume la procedee de recristalizare a microfirelor din
materiale anizotrope n izolatie de sticla.
Este cunoscut un procedeu de crestere a cristalelor dintr-o topitura, folosind agent de cristalizare [1]. Tn acest
procedeu este necesar sa se asigure contactul initial al agentului de cristalizare, adica un cristal orientat special, cu
topitura sau zona de topire a cristalului recristalizat.
Dezavantajul acestui procedeu consta Tn necesitatea de a asigura contactul initial al agentului de cristalizare, adica
un cristal special orientat, cu zona de topire a cristalului recristalizat.
Cel mai apropiat de solutia propusa este procedeul de recristalizare a microfirului pe baza de bismut n izolatie de
sticla, Tn care microfirul de bismut Tn migcare este incalzit de un incalzitor rezistiv pana la temperatura de topire a
miezului cu formarea unei zone topite, care in directia miscarii microfirului se deplaseaza Tn interiorul unui
condensator, format din doud placi de cupru, generdnd un camp electric puternic, unde se cristalizeazd cu un
cristalizator de apa, cu directia axei cristalografice C3 a microfirului in directia cAmpului electric [2].
Dezavantajele acestui procedeu sunt prezenta in procesul de recristalizare a unei zone lungi a topiturii microfirului,
~ 10 mm, precum si utilizarea unui cristalizator de apa. Datorita faptului ca densitatea topiturii de Bi si aliajelor de
Bi-Sb (pm=10,05 g/cm3) este mai mare decét densitatea lor in stare solidd (ps=9,78 g/cm3) (B.B. Anuarupos, A.T'.
Moszrosoii, T.M. lllamnapos. Il1oTHOCTh paciulaBICHHOTO BHCMYTa IIPU BBICOKHX TemIieparypax. Temnodusuka
BBICOKHX Temmepatyp, 2004, 42, p. 487-490), regiunea topiturii in microfir se ingusteaza cu formarea unui spatiu
gol. Odata cu trecerea procesului de recristalizare, grosimea Tngustarii se micsoreaza, ceea ce duce la 0 rupturd a
miezului. Ca urmare, se poate de obtinut nu mai mult de 1 m de microfir recristalizat fara rupturi. De asemenea,
prezenta unui cristalizator de apa in interiorul condensatorului cu o tensiune inaltd (8*103 V/cm) poate duce la
descarciari necontrolate Tntre placile condensatorului.
Scopul prezentei inventii este de a elabora 0 noua tehnologie de recristalizare a unui microfir in izolatie de sticla
dintr-un material anizotrop (de exemplu, aliaje de Bi si Bi-Sb), lipsita de dezavantajele de mai sus.
Problema tehnicd rezolvata de inventie este obtinerea unui microfir arbitrar subtire si lung dintr-un material
anizotrop, de exemplu Bi si Bi-Sb, Tn izolatie de sticla cu orientarea dorita a axei C3 fata de axa microfirului.
Tn procedeul propus, incilzitorul rezistiv, care topeste miezul microfirului in izolatie de sticla si este situat in afara
condensatorului de inalta tensiune, format din doud placi de cupru (care este motivul formarii unei zone lungi de
topire a miezului), este Tnlocuit cu un fascicul laser focalizat, care topeste miezul microfirului in interiorul
condensatorului, iar regiunea de topire la deplasarea microfirului este imediat cristalizata de un flux de aer.
Procedeul de recristalizare a microfirului pe baza de bismut Tn izolatie de sticla constd Tn miscarea microfirului
printr-un condensator format din doud placi de cupru, care genereazd un camp electric puternic, incilzirea
microfirului cu un fascicul laser pana la temperatura de topire a miezului cu formarea unei zone de topire Tnguste,
care Tn directia de miscare a microfirului Tn interiorul condensatorului este imediat recristalizati de un flux de aer, cu
directia axei cristalografice C3 a microfirului in directia campului electric.
Avantajele procedeului propus sunt:
- posibilitatea recristalizarii unui microfir de Bi si Bi-Sb arbitrar lung n izolatia de sticla;
- posibilitatea de recristalizare a microfirelor de Bi si Bi-Sb arbitrar subtiri T izolatia de sticla;
- cresterea fiabilitatii functionarii instalatiei de recristalizare a microfirului atunci cand cristalizatorul de apa este
nlocuit cu unul de aer.
Inventia se explica prin desenul din figura, care reprezinta schema instalatiei pentru recristalizarea microfirului de
Bi si Bi-Sb Tn izolatie de sticla pentru a obtine la iegirea din instalatie un microfir cu orientarea axei cristalografice
principale C3 pe directia cAmpului electric: 1- microfir din Bi si Bi-Sb Tn izolatie de sticla; 2- condensator, format
din doua placi de cupru situate la o distanta de 1 cm una fata de alta; 3 — fascicul laser focalizat; 4 — laser
semiconductor, A=450 nm, P=2 W; 5 - cristalizator (flux de aer).
Exemplu de realizare a inventiei
Pentru obtinerea unui microfir 1 cu amplasarea axei cristalografice principale C3 in directia cAmpului electric E,
condensatorului 2, format din doua placi de cupru situate la o distanta de 1 cm una fata de alta, i se aplica o tensiune
de 8 kV, in timp ce in condensator apare un cdmp electric E = 8 kV/cm. Microfirul de bismut in izolatie de sticla 1
este tras prin dispozitiv cu o vitezd de 0,4 m/min cu ajutorul a doua discuri rotative acoperite cu cauciuc, in
interiorul condensatorului, Tn zona de actiune a unui camp electric puternic, miezul microfirului 1 este topit de un
fascicul focalizat 3 al unui laser 4 si imediat cand microfirul este deplasat, acesta se cristalizeaza cu un flux de aer 5,
n timp ce axa cristalografica principala C3 Th monocristalul solidificat este situati in directia cdmpului electric.
La utilizarea unui laser semiconductor (A=450 nm, P=2 W) a fost posibila obtinerea unui microfir recristalizat de Bi-
0,05% Sn (D = 18 um, d = 4 um) cu lungimea de 9,9 m, din care a fost confectionat un senzor de flux de caldura.
Valabilitatea procedeului propus este garantata de sensibilitatea ridicata (10-2 V/W) a senzorului de flux de caldura
obtinut.



